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(54) 접지 바운싱을 방지하는 반도체 장치의 출력단 회로

(57) 요약

접지 바운싱을 방지하는 반도체 장치의 출력단 회로에 관한 것이다. 본 발명은 반도체 장치의 내부 회로에서 발생되는 신

호들을 외부 장치로 전송하는 출력단 회로에 있어서, 상기 내부 회로에서 발생되는 신호들을 상기 외부 장치에 적합한 전

압 레벨로 변환하여 출력하는 다수개의 출력 버퍼들, 및 상기 출력 버퍼들 중 일부에 연결되며 상기 내부 회로에서 발생되

는 신호들 중 일부를 소정 시간 지연시켜서 대응되는 출력 버퍼들로 전달하는 복수개의 지연부들을 구비함으로써, 접지 바

운싱이 감소된다.

대표도

도 5

특허청구의 범위
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청구항 1.

반도체 장치의 내부 회로에서 발생되는 신호들을 외부 장치로 전송하는 출력단 회로에 있어서,

상기 내부 회로에서 발생되는 신호들을 상기 외부 장치에 적합한 전압 레벨로 변환하여 출력하는 복수개의 출력 버퍼들;

및

상기 출력 버퍼들 중 일부에 연결되며, 상기 내부 회로에서 발생되는 신호들 중 일부를 소정 시간 지연시켜서 대응되는 출

력 버퍼들로 전달하는 복수개의 지연부들을 포함하고,

상기 출력 버퍼들 중 일부는 상기 내부 회로에 직접 연결되고, 나머지 출력 버퍼들은 상기 지연부들에 직접 연결되며, 상기

출력 버퍼들 중 인접한 출력 버퍼끼리는 동시에 활성화되지 않는 것을 특징으로 하는 반도체 장치의 출력단 회로.

청구항 2.
삭제

청구항 3.

제1항에 있어서, 상기 지연부들은 각각 긴 메탈 라인 또는 시트 저항이 큰 폴리 저항을 구비하는 것을 특징으로 하는 반도

체 장치의 출력단 회로.

청구항 4.

제1항에 있어서, 상기 지연부들은 각각 우수개의 인버터들을 구비하는 것을 특징으로 하는 반도체 장치의 출력단 회로.

청구항 5.
삭제

청구항 6.

반도체 장치의 내부 회로에서 발생되는 신호들을 외부 장치로 전송하는 출력단 회로에 있어서,

상기 내부 회로에서 발생되는 신호들을 상기 외부 장치에 적합한 전압 레벨로 변환하여 출력하는 다수개의 출력 버퍼들;

상기 출력 버퍼들 중 일부에 연결되며, 상기 내부 회로에서 발생되는 신호들을 입력하여 대응되는 출력 버퍼들로 전송하는

복수개의 스위칭부들; 및

상기 스위칭부들에 연결되며, 대기시에는 상기 스위칭부들을 비활성화시키며, 상기 내부 회로에서 발생된 신호들이 상기

내부 회로에 직접 연결된 출력 버퍼들로 입력되고나서 소정 시간 후에 상기 스위칭부들을 활성화시키는 제어부를 구비하

는 것을 특징으로 하는 반도체 장치의 출력단 회로.

청구항 7.

제6항에 있어서, 상기 복수개의 스위칭부들은 상기 출력 버퍼들에 교번적으로 연결된 것을 특징으로 하는 반도체 장치의

출력단 회로.
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청구항 8.

제6항에 있어서, 상기 다수개의 출력 버퍼들 중 인접한 출력 버퍼들끼리는 동시에 활성화되지 않는 것을 특징으로 하는 반

도체 장치의 출력단 회로.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 반도체 장치의 출력단 회로에 관한 것으로서, 특히 접지 바운싱을 방지하는 반도체 장치의 출력단 회로에 관한

것이다.

반도체 장치는 크기가 작은 반도체 칩을 내장하며, 반도체 칩에는 수많은 반도체 소자들이 형성되어 있다. 반도체 장치는

이러한 반도체 소자들을 통하여 데이터를 저장하거나 데이터의 특정 기능을 수행한다. 반도체 소자들이 동작하기 위해서

는 외부에서 반도체 장치로 전원전압과 접지전압이 인가되어야 한다. 일반적인 반도체 장치의 접지 전압으로는 0볼트가

사용되며, 전원전압으로는 5볼트 또는 그 이하의 전압이 사용된다. 파워 반도체 장치는 전원전압으로서 수백 볼트를 사용

하기도 한다. 반도체 소자들은 제어 신호에 의해 선택적으로 동작하게 된다. 그런데, 반도체 소자들 중 다수가 동시에 활성

화될 경우, 전원전압이 인가되는 전원단으로부터 접지전압이 인가되는 접지단으로 큰 전류가 갑자기 흐르게 되어 반도체

장치의 신호들이 오동작할 수가 있다.

도 1은 종래의 반도체 장치의 출력단 회로의 일 예를 도시한 블록도이고, 도 2는 도 1에 도시된 신호들의 파형도이다. 도 1

을 참조하면, 반도체 장치(101)의 내부 회로(111)에서 발생되는 신호들(IN1,IN2)이 출력 버퍼들(121,122)에 동시에 인가

될 경우, 출력 버퍼들(121,122)이 동시에 활성화되어 반도체 장치(101)의 전원단으로부터 접지단으로 큰 전류가 순간적

으로 흐르게 된다. 그러면, 접지 바운싱이 발생하여 도 2에 도시된 바와 같이, 출력 패드들(131,132)로부터 출력되는 출력

신호들(OUT1,OUT2)에 피크 전압(211,212)이 발생하게 되며, 이로 인하여 출력 신호들(OUT1,OUT2)은 오동작을 할 수

가 있다.

이러한 접지 바운싱을 방지하기 위하여 도 3에 도시된 회로가 개발되었다. 도 3을 참조하면, 반도체 장치의 출력 버퍼

(311)는 PMOS 트랜지스터들(321∼323)과 NMOS 트랜지스터들(331∼333) 및 저항들(341∼344)을 구비하고 있다. 저

항들(341∼344)은 출력 버퍼(311)의 구동을 늦추는 역할을 한다. 따라서, 반도체 장치의 내부로부터 발생되는 신호(IN1)

가 출력 버퍼(311)에 입력될 때 출력 버퍼(311)로부터 출력되는 신호(OUT1)는 도 4에 도시된 바와 같이, 완만한 슬로프

(411)를 갖게 된다.

이 때, 저항들(341∼344)에 의해 반도체 장치의 전원단(VDD)에서 접지단(GND)으로 DC(Direct CurrenT) 전류가 많이

흐르게 되고, 그로 인하여 접지 바운싱 제거 효과가 오히려 반감되어, 결과적으로, 접지 바운싱 제거 효과가 미약하다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 출력단에 흐르는 DC 전류의 소모를 감소시키고, 접지 바운싱을 억제하는 반도체 장치의 출력단 회로를

제공하는 것이다.

발명의 구성

상기 기술적 과제를 이루기 위하여 본 발명은
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반도체 장치의 내부 회로에서 발생되는 신호들을 외부 장치로 전송하는 출력단 회로에 있어서, 상기 내부 회로에서 발생되

는 신호들을 상기 외부 장치에 적합한 전압 레벨로 변환하여 출력하는 다수개의 출력 버퍼들; 및 상기 출력 버퍼들 중 일부

에 연결되며, 상기 내부 회로에서 발생되는 신호들 중 일부를 소정 시간 지연시켜서 대응되는 출력 버퍼들로 전달하는 복

수개의 지연부들을 구비하는 반도체 장치의 출력단 회로를 제공한다.

바람직하기는, 상기 복수개의 지연부들은 상기 출력 버퍼들에 교번적으로 연결되며, 상기 다수개의 출력 버퍼들 중 인접한

출력 버퍼들끼리는 동시에 활성화되지 않는다.

바람직하기는 또한, 상기 지연부들은 각각 긴 메탈 라인이나 시트 저항이 큰 폴리 저항을 구비하거나 또는 우수개의 인버

터들을 구비한다.

상기 기술적 과제를 이루기 위하여 본 발명은 또한,

반도체 장치의 내부 회로에서 발생되는 신호들을 외부 장치로 전송하는 출력단 회로에 있어서, 상기 내부 회로에서 발생되

는 신호들을 상기 외부 장치에 적합한 전압 레벨로 변환하여 출력하는 다수개의 출력 버퍼들; 상기 출력 버퍼들 중 일부에

연결되며, 상기 내부 회로에서 발생되는 신호들을 입력하여 대응되는 출력 버퍼들로 전송하는 복수개의 스위칭부들; 및 상

기 스위칭부들에 연결되며, 대기시에는 상기 스위칭부들을 비활성화시키며, 상기 내부 회로에서 발생된 신호들이 상기 내

부 회로에 직접 연결된 출력 버퍼들로 입력되고나서 소정 시간 후에 상기 스위칭부들을 활성화시키는 제어부를 구비하는

반도체 장치의 출력단 회로를 제공한다.

바람직하기는, 상기 복수개의 스위칭부들은 상기 출력 버퍼들에 교번적으로 연결되며, 상기 다수개의 출력 버퍼들 중 인접

한 출력 버퍼들끼리는 동시에 활성화되지 않는다.

이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 설명함으로써, 본 발명을 상세히 설명한다. 각 도면에 제시된

동일한 참조부호는 동일한 부재를 나타낸다.

도 5는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 반도체 장치의 출력단 회로의 블록도이다. 도 5를 참조하면, 반도체 장치(501)

는 내부 회로(511)와 출력단 회로(515) 및 다수개의 출력 패드들(541∼544)을 구비한다.

내부 회로(511)는 외부에서 반도체 장치(501)에 입력되는 신호들에 응답하여 특정 기능을 수행하기 위한 내부 신호들

(IN1∼IN4)을 발생한다.

출력단 회로(515)는 내부 신호들(IN1∼IN4)을 입력하고, 내부 신호들(IN1∼IN4)을 반도체 장치(501)에 연결되는 외부 장

치(미도시)의 동작에 적합한 전압 레벨로 변환하여 출력 패드들(541∼544)을 통해서 외부로 출력한다.

출력단 회로(515)는 복수개의 지연부들(521,522)과 다수개의 출력 버퍼들(531∼534)을 구비한다.

복수개의 지연부들(521,522)은 출력 버퍼들(531∼534)보다 적은 갯수로 구비된다. 복수개의 지연부들(521,522)은 각각

입력되는 내부 신호들(IN1∼IN4)을 소정시간 지연시켜서 대응되는 출력 버퍼들(532,534)로 전달한다.

다수개의 출력 버퍼들(531∼534) 중 일부는 내부 회로(511)에 직접 연결되며, 나머지는 지연부들(521,522)에 연결된다.

다수개의 출력 버퍼들(531∼534)은 각각 입력되는 신호들의 전압 레벨을 변환하여 출력 패드들(541∼544)에 연결되는

외부 장치에 적합하게 만들어준다.

상술한 바와 같이, 반도체 장치(501)는 다수개의 출력 버퍼들(531∼534)과 복수개의 지연부들(521,522)을 구비하고, 복

수개의 지연부들(521,522)은 출력 버퍼들(531∼534)에 교번적으로 연결됨으로써, 지연부들(521,522)을 통해서 출력 버

퍼들(531∼534)로 입력되는 신호들은 내부 회로(511)에서 직접 출력 버퍼들(531,533)에 입력되는 신호들(IN1,IN3)보다

소정 시간 지연되어 입력된다.

이와 같이, 내부 회로(511)에서 발생되는 신호들(IN1∼IN4)이 출력 버퍼들(531∼534)에 시간 차이를 두고 입력됨에 따

라, 모든 출력 버퍼들(531∼534)은 동시에 활성화되지 않는다. 그 결과, 반도체 장치(501)의 전원단에서 접지단으로 동시

에 흐르는 전류가 많지 않다. 즉, 접지 바운싱이 분산되어 출력 신호들(OUT1∼OUT4)에 포함되는 피크 전압이 감소된다.

특히, 접지 바운싱은 접지 전압의 국지적 상승이므로 동시에 활성화되는 출력 버퍼의 거리가 멀수록 접지 바운싱의 집중도
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가 상쇄되어지는데, 본 발명에서는 인접한 출력 버퍼들, 예컨대 출력 버퍼(531)와 출력 버퍼(532), 출력 버퍼(532)와 출력

버퍼(533), 출력 버퍼(533)와 출력 버퍼(534)는 동시에 활성화되지 않기 때문에, 접지 바운싱은 분산되어 출력 신호들

(OUT1∼OUT4)에는 피크 전압이 거의 발생되지 않게 되며, 이에 따라 출력 신호들(OUT1∼OUT4)의 오동작이 방지된

다.

또한, 출력단 회로(515)에 저항들을 구비하지 않기 때문에 출력단 회로(515)에는 DC 전류가 발생하지 않아 전력 소모가

감소된다.

도 6은 도 5에 도시된 출력 버퍼들에 입력되는 신호들의 파형도이다. 도 5를 참조하여 도 6에 도시된 신호들의 특성을 설

명하기로 한다. 내부 회로(511)에서 발생되어 지연부들(521,522)을 통해 출력 버퍼들(532,534)로 입력되는 신호들

(IN2,IN4)은 내부 회로(511)에서 발생되어 출력 버퍼들(531,533)로 직접 입력되는 신호들(IN1,IN3)에 비해 소정 시간

(t1) 지연되어 입력된다. 즉, 인접한 출력 신호들끼리, 예컨대, 신호(IN1)와 신호(IN2), 신호(IN2)와 신호(IN3), 신호(IN3)

와 신호(IN4)는 동시에 활성화되지 않는다.

도 7은 도 5에 도시된 지연부들 중 하나의 일 실시예를 보여주는 구성도이다. 도 7을 참조하면, 지연부(521)는 길이가 긴

메탈 라인(711)으로 이루어진다. 메탈 라인(711)은 반도체 장치(도 5의 501)에 형성된 반도체 소자들을 연결할 때 사용되

는 물질로서, 저항이 작다. 그러나, 메탈 라인(711)이 길어지면 내부 저항이 커지므로, 긴 메탈 라인(711)은 지연 수단의

역할을 수행한다. 즉, 긴 메탈 라인(711)에 입력되는 신호는 메탈 라인(711)을 통과하는 동안 메탈 라인(711)의 내부 저항

때문에 지연된다. 메탈 라인(711)의 길이에 따라 지연 시간이 달라진다.

지연부(521)는 또한, 시트 저항이 큰 폴리 저항으로 이루어질 수 있다.

도 8은 도 5에 도시된 지연부들 중 하나의 다른 실시예를 보여주는 구성도이다. 도 8을 참조하면, 지연부(521)는 우수개의

인버터들(811,812)을 구비한다. 기수개의 인버터(들)는 입력 신호를 반전시키지만, 우수개의 인버터들(811,812)은 입력

되는 신호를 지연시키는 기능을 수행한다. 지연부(521)는 또한, 낸드 게이트(NAND Gate)로 구성될 수도 있다.

도 9는 본 발명의 제2 실시예에 따른 반도체 장치의 출력단 회로의 블록도이다. 도 9를 참조하면, 반도체 장치(901)는 내

부 회로(911)와 출력단 회로(915) 및 다수개의 출력 패드들(941∼944)을 구비한다.

내부 회로(911)는 반도체 장치(901)에 입력되는 외부 신호들에 응답하여 특정 기능을 수행하기 위한 내부 신호들

(IN1∼IN4)을 발생한다.

출력단 회로(911)는 내부 신호들(IN1∼IN4)을 입력하고, 내부 신호들(IN1∼IN4)을 반도체 장치(901)에 연결되는 외부 장

치(미도시)의 동작에 적합한 전압 레벨로 변환하여 출력 패드들(941∼944)을 통해서 외부로 출력한다.

출력단 회로(915)는 다수개의 출력 버퍼들(931∼934)과 복수개의 스위칭부들(921,922) 및 제어부(951)를 구비한다.

다수개의 출력 버퍼들(931∼933) 중 일부(931,933)는 내부 회로(911)에 직접 연결되며, 나머지(932,934)는 스위칭부들

(921,922)에 연결된다. 다수개의 출력 버퍼들(931∼934)은 각각 입력되는 신호들의 전압 레벨을 변환하여 출력 패드들

(941∼944)에 연결되는 외부 장치에 적합하게 만들어준다.

복수개의 스위칭부들(921,922)은 출력 버퍼들(931∼934) 중 일부(932,934)에 연결되며, 출력 버퍼들(931∼934)보다 적

은 개수가 구비된다. 복수개의 스위칭부들(921,922)은 내부 회로(911)에서 발생되는 신호들(IN2,IN4)과 제어부(951)의

출력 신호(CON1)를 입력하며, 제어부(951)의 출력 신호(CON1)에 응답하여 내부 회로(911)로부터 출력되는 신호들

(IN2,IN4)을 대응되는 출력 버퍼들(932,934)로 전송한다.

제어부(951)는 복수개의 스위칭부들(921,922)에 연결된다. 제어부(951)는 대기시에는 스위칭부들(921,922)을 비활성화

시킨다. 그러다가, 내부 회로(911)에서 신호들(IN1∼IN4)이 발생될 경우, 신호들(IN1,IN3)이 내부 회로(911)에 직접 연결

된 출력 버퍼들(931,933)로 입력되고나서 소정 시간(도 6의 t1) 후에 스위칭부들(921,922)을 활성화시킨다. 스위칭부들

(921,922)이 활성화되면, 스위칭부들(921,922)에 입력되는 신호들(IN2,IN4)은 대응되는 출력 버퍼들(932,934)로 전송된

다.

상술한 바와 같이, 반도체 장치(901)는 다수개의 출력 버퍼들(931∼934)과 복수개의 스위칭부들(921,922) 및 제어부

(951)를 구비하고, 복수개의 스위칭부들(921,922)은 출력 버퍼들(931∼934)에 교번적으로 연결됨으로써, 내부 회로
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(911)로부터 발생되는 일련의 신호들(IN1∼IN4) 중에서 일부(IN1,IN3)는 출력 버퍼들(931,933)에 직접 입력되지만, 나

머지(IN2,IN4)는 스위칭부들(921,922)을 통해서 출력 버퍼들(932,934)로 입력되어 내부 회로(911)로부터 출력 버퍼들

(931,933)에 직접 입력되는 신호들(IN1,IN3)보다 소정 시간(도 6의 t1) 지연되어 입력된다.

이와 같이, 내부 회로(911)에서 발생되는 신호들(IN1∼IN4)이 출력 버퍼들(931∼934)에 시간 차이를 두고 입력됨에 따

라, 모든 출력 버퍼들(931∼934)은 동시에 활성화되지 않는다. 그 결과, 반도체 장치(901)의 전원단에서 접지단으로 동시

에 흐르는 전류가 많지 않다. 즉, 접지 바운싱이 분산되어 피크 전압이 감소된다. 본 발명에서는 인접한 출력 버퍼들, 예컨

대 출력 버퍼(931)와 출력 버퍼(932), 출력 버퍼(932)와 출력 버퍼(933), 출력 버퍼(933)와 출력 버퍼(934)는 동시에 활

성화되지 않기 때문에, 접지 바운싱은 분산되어 출력 신호들(OUT1∼OUT4)에는 피크 전압이 거의 발생되지 않게 되며,

이에 따라 출력 신호들(OUT1∼OUT4)의 오동작이 방지된다.

또한, 출력단 회로(915)에 저항들을 구비하지 않기 때문에 출력단 회로(915)에는 DC 전류가 발생하지 않는다.

스위칭 수단들(921,922)은 출력 버퍼들(932,934)의 내부에 구비될 수 있으며, PMOS 트랜지스터, NMOS 트랜지스터 또

는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.

도면과 명세서에서 최적 실시예들이 개시되었으므로, 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및

균등한 타 실시예가 가능할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위에 기재된 기술적

사상에 의해 정해져야 할 것이다.

발명의 효과

상술한 바와 같이, 반도체 장치(501,901)는 다수개의 출력 버퍼들(531∼534, 931∼934)을 구비하고, 인접한 출력 버퍼들

이 동시에 활성화되지 않도록 구성됨으로써, 접지 바운싱이 감소되어 출력 신호들(OUT1∼OUT4)에 포함되는 피크 전압

이 감소되며, 그에 따라 출력 신호들(OUT1∼OUT4)의 오동작이 방지된다.

또한, 출력단 회로(515,915)에 저항들이 구비되지 않기 때문에 출력단 회로(515,915)에는 DC 전류가 발생하지 않으며,

그로 인하여 출력단 회로(515,915)의 소모 전력이 감소한다.

최근의 통신 시스템에는 전송률을 높이기 위해 병렬 멀티 비트들을 사용하고 있는 추세이며, 본 발명의 출력단 회로

(515,915)는 이러한 시스템에 매우 적합하게 채용될 수 있다.

도면의 간단한 설명

본 발명의 상세한 설명에서 인용되는 도면을 보다 충분히 이해하기 위하여 각 도면의 간단한 설명이 제공된다.

도 1은 종래의 반도체 장치의 출력단 회로의 일 예를 도시한 블록도이다.

도 2는 도 1에 도시된 신호들의 파형도이다.

도 3은 종래의 반도체 장치의 출력 버퍼의 회로도이다.

도 4는 도 3에 도시된 신호들의 파형도이다.

도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 반도체 장치의 출력단 회로의 블록도이다.

도 6은 도 5에 도시된 출력 버퍼들에 입력되는 신호들의 파형도이다.

도 7은 도 5에 도시된 지연부들 중 하나의 일 실시예를 보여주는 구성도이다.

도 8은 도 5에 도시된 지연부들 중 하나의 다른 실시예를 보여주는 구성도이다.

도 9는 본 발명의 제2 실시예에 따른 반도체 장치의 출력단 회로의 블록도이다.
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도면

도면1

도면2
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도면3

도면4
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도면5

도면6
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도면7

도면8

도면9
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